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요약

본 발명은 플라즈마 발생장치{poly, oxide, metal etcher, CVD(Chemical Vapor Deposition) 등}에 구비되는 돔(do

me)의 중심 두께와 가장자리 두께가 일정한 비율을 갖도록 함으로써 상기 플라즈마 발생장치내에 플라즈마 밀도를 

균일하도록 한 플라즈마 발생장치에 관한 것으로서, 반도체 소자의 제조공정에 이용되는 장비 가운데 챔버(chamber)

, 챔버덮개에 해당하는 돔(dome), 상기 돔의 윗면에 안착되는 코일(coil)을 포함하는 플라즈마 발생장치에 있어서 상

기 돔의 챔버 내부에 접하는 면은 중심이 가장자리에 비해 아래로 볼록하도록 형성되되 상기 돔의 중심 두께(a)와 가

장자리 두께(b)는 n:1의 비율을 갖는 것을 특징으로 하여, 플라즈마 발생장치내에 발생되는 플라즈마 밀도를 돔에서

의 위치(중심 또는 가장자리)에 관계없이 균일하도록 하는 효과가 있다.

대표도

도 2

명세서

도면의 간단한 설명

도 1a는 종래의 플라즈마(plasma) 발생장치를 도시한 것이고,

도 1b는 도 1a내에 발생되는 플라즈마의 밀도를 돔에서의 위치에 따라 구분도시한 그래프이고,

도 2는 본 발명에 따른 플라즈마 발생장치에 구비되는 돔(dome)의 평면도 및 측면도이고,
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도 3a 및 도 3b는 본 발명에 따른 플라즈마 발생장치내에 발생되는 플라즈마의 밀도를 돔에서의 위치에 따라 구분도

시한 그래프이다.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

a : 돔의 중심(center, 센터) 두께

b : 돔의 가장자리(edge, 에지) 두께

c : 돔에서 아래로 볼록한 부분의 폭

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반도체 소자의 제조 공정에 이용되는 플라즈마 발생장치{poly, oxide, metal etcher, CVD(Chemical Vap

or Deposition) 등}에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 플라즈마 발생장치에 구비되는 돔(dome)의 중심 두께와 가장

자리 두께가 일정한 비율을 갖도록 함으로써 플라즈마 발생장치내에 발생되는 플라즈마 밀도가 균일하도록 한 플라

즈마 발생장치에 관한 것이다.

종래의 플라즈마 발생장치는 도 1a에 도시된 바와 같다.

내부에 웨이퍼(wafer)가 놓여지며 내벽에는 산화피막된 알루미늄층이 뒤덮혀 있는 원통형의 챔버(chamber); 상기 

챔버의 상단을 덮고 있는 둥근 형상으로 중심과 가장자리의 두께가 1:1의 비율을 가짐으로써 밑면이 평평하고 소정의

유전율(ε)을 갖는 돔(dome); 및 상기 돔의 윗면에 안착되며 유도전원(inductive supply)을 인가받아 전기장을 발생

시키는 나선형의 코일(coil)을 포함하여 구성된다.

상기 돔은 유전율(ε)이 9.3∼9.8 범위내의 값을 갖는 알루미나(Al 2 O 3 )로 이루어지며, 상기 코일은 단일 또는 3중

의 나선형으로 형성될 수 있다. 따라서, 상기 코일에 의해 발생된 전기장은 상기 유전율(ε)을 갖는 돔을 통과하여 챔

버 내부로 유기된다.

이와 같이 유기된 전기장은 챔버 내부의 가스(gas)에 방전을 일으켜 가스를 플라즈마(plasma)화하고 이로부터 발생

된 중성의 라디칼(radical) 입자들과 전하를 띤 이온(ion)간의 화학반응에 의해, 챔버 내부에 안착된 웨이퍼 표면의 마

스킹(masking)되어 있지 않은 부분이 식각된다.

그런데, 상기 전기장은 코일 등 플라즈마 발생장치를 구성하는 구성요소들의 특성상 웨이퍼의 가장자리(edge, 에지)

부분에 비해 중심(center, 센터)부분에서 더 강하므로 전기장의 세기에 비례하는 플라즈마의 밀도 또한 웨이퍼의 가

장장리 부분에 비해 중심 부분에서 더 높게 발생된다.

따라서, 챔버내에 발생되는 플라즈마의 밀도를 웨이퍼와 상하로 마주보는 돔에서의 위치에 따라 구분도시한 그래프

는 도 1b와 같이 돔의 중심에서 플라즈마 밀도가 높고 돔의 가장자리에서 플라즈마 밀도가 낮아, 플라즈마에 의해 웨

이퍼 표면이 식각되는 정도가 웨이퍼의 중심과 가장자리에서 균일하지 않은 문제점이 발생되었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서 본 발명은 이러한 문제점을 해결하기 위해 창작된 것으로서, 본 발명은 플라즈마 발생장치에 구비되는 돔의 

챔버 내부에 접하는 면은 중심이 가장자리에 비해 아래로 볼록하도록 형성되고 상기 돔의 중심 두께와 가장자리 두께

가 일정한 비율을 갖도록 함으로써, 챔버 내부에 발생되는 플라즈마 밀도가 균일하도록 한 플라즈마 발생장치를 제공

하는데 그 목적이 있다.

또한 본 발명은, 상기 돔에서 아래로 볼록한 부분의 폭(c)의 범위가 상기 챔버내에 안착되는 웨이퍼(wafer)의 크기(si

ze)에 따라 가변설정되도록 함으로써, 웨이퍼의 크기에 관계없이 챔버 내부에 발생되는 플라즈마 밀도가 균일하도록 
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한 플라즈마 발생장치를 제공하는 데 다른 목적이 있는 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예로서, 반도체 소자의 제조 공정에 이용되는 장비 가운데 챔버(chambe

r), 챔버덮개에 해당하는 돔(dome), 상기 돔의 윗면에 안착되는 코일(coil)을 포함하는 플라즈마 발생장치에 있어서, 

상기 돔의 챔버 내부에 접하는 면은 중심이 가장자리에 비해 아래로 볼록하도록 형성되되, 상기 돔의 중심 두께(a)와 

가장자리 두께(b)가 n:1의 비율을 갖는 것을 특징으로 하는 플라즈마 발생장치를 제공한다.

또, 본 발명은, 상기 n이 1<n≤5의 범위를 갖는 것을 특징으로 하는 플라즈마 발생장치로서, 상술한 과제를 해결한다.

또, 본 발명은, 상기 돔에서 아래로 볼록한 부분의 폭(c)의 범위는, 상기 챔버내에 안착되는 웨이퍼(wafer)의 크기(siz

e)에 따라 가변설정되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 발생장치로서, 상술한 과제를 해결한다.

또, 본 발명은, 상기 웨이퍼의 크기가 8inch(200mm)인 경우 상기 c의 범위는 100mm∼300mm이고, 상기 웨이퍼의 

크기가 12inch(300mm)인 경우 c의 범위는 200mm∼400mm이고, 상기 웨이퍼의 크기가 16inch(400mm)인 경우 c

의 범위는 300mm∼500mm로 설정되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 발생장치로서, 상술한 과제를 해결한다.

본 발명의 목적과 특징 및 장점은 첨부된 도면 및 다음의 상세한 설명을 참조함으로써 더욱 쉽게 이해될 수 있을 것이

다.

도 2는 본 발명에 따른 플라즈마 발생장치에 구비된 돔(dome)의 평면도 및 측면도이다.

상기 돔의 중심 두께(a)와 가장자리 두께(b)는 일정한 비율을 갖되, 종래의 플라즈마 발생장치에 구비된 돔은 도 1a에

도시된 바와 같이 a:b가 1:1인 반면, 본 발명에 따른 플라즈마 발생장치에 구비된 돔은 a:b가 n:1이며 1<n≤5인 조건
을 만족하므로 돔의 중심이 가장자리에 비해 볼록한 형상을 갖는 것에 특징이 있다.

돔(dome)에서 아래로 볼록한 부분의 폭(c)의 범위는 웨이퍼의 크기에 따라 다르게 설정될 수 있는데, 본 실시예에서

는 웨이퍼의 크기가 8inch(200mm)인 경우 c의 범위가 100mm∼300mm이고, 12inch(300mm)인 경우 c의 범위가 2

00mm∼400mm이고, 16inch(400mm)인 경우 c의 범위가 300mm∼500mm로 설정된다.

따라서, 본 발명에 따른 플라즈마 발생장치내에 발생되는 플라즈마의 밀도를 돔에서의 위치에 따라 구분도시한 그래

프는 도 3a 및 도 3b에 도시된 바와 같다.

도 3a와 도 3b는 돔의 중심 두께(a)와 돔의 가장자리 두께(b)의 비율이 각각 2:1과 3:1인 그래프로서, 도 1b와 비교해

볼 때, 돔의 중심 부분에 비해 가장자리 부분에서의 플라즈마 밀도가 더 높게 나타남에 따라, 코일 등 플라즈마 발생

장치를 구성하는 구성요소들의 특성에 의해 돔의 중심 부분에서 플라즈마 밀도가 더 높게 나타나는 효과를 상쇄할 수

있는 것이다.

이상의 본 발명은 상기에 기술된 실시예들에 의해 한정되지 않고, 당업자들에 의해 다양한 변형 및 변경을 가져올 수 

있으며, 이는 첨부된 청구항에서 정의되는 본 발명의 취지와 범위에 포함된다.

발명의 효과

이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명은 플라즈마 발생장치내에 발생되는 플 라즈마 밀도를 돔에서의 위치(중심 또는 

가장자리)에 관계없이 균일하도록 하는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
반도체 소자의 제조 공정에 이용되는 장비 가운데 챔버(chamber), 챔버덮개에 해당하는 돔(dome), 상기 돔의 윗면에

안착되는 코일(coil)을 포함하는 플라즈마 발생장치{poly, oxide, metal etcher, CVD(Chemical Vapor Deposition) 

등}에 있어서,
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상기 돔의 챔버 내부에 접하는 면은 중심이 가장자리에 비해 아래로 볼록하도록 형성되되, 상기 돔의 중심 두께(a)와 

가장자리 두께(b)가 n:1의 비율을 갖는 것을 특징으로 하는 플라즈마 발생장치.

청구항 2.
제 1항에 있어서,

상기 n이 1<n≤5의 범위를 갖는 것을 특징으로 하는 플라즈마 발생장치.

청구항 3.
제 1항 또는 제 2항에 있어서,

상기 돔에서 아래로 볼록한 부분의 폭(c)의 범위는, 상기 챔버내에 안착되는 웨이퍼(wafer)의 크기(size)에 따라 가변

설정되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 발생장치.

청구항 4.
제 3항에 있어서,

상기 웨이퍼의 크기가 8inch(200mm)인 경우 상기 c의 범위는 100mm∼300mm이 고, 상기 웨이퍼의 크기가 12inch

(300mm)인 경우 상기 c의 범위는 200mm∼400mm이고, 상기 웨이퍼의 크기가 16inch(400mm)인 경우 상기 c의 

범위는 300mm∼500mm로 설정되는 것을 특징으로 하는 플라즈마 발생장치.

도면

도면1a

도면1b
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도면2

도면3a

도면3b
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